PD2-SI & CMOS-PIN & IKzh 24 F i5i 1

BN ERE R AG 56 BB & 1E, RIwH T PD2-SI %Y
CMOS-PIN & IR32%, 1%IK5h48 76 i B _E A AR o T XK PIN & WX BN 2347 7E 1
AR, THRERMI @, ZUK5h 5% 32 B REFR AR YA T XU 4 PIN & 3k sh 25 — A4~
BE, EH—C “PIN HIKEh2: 7. CMOS-PIN & X2 [ IEIR A] /NEL 2.5ns, il
H s R ALE 800mA, T HLZIRS# FHS L LT AE, KRR TS
Feo 1z ARSI AEE RO AT (LB 1. B 2), JulTE 0~200mA,
o A5 v iy HL AL SR Pt m g CO A . S RS, NAHYERT, AT R R 8
PRI IR BN 28 IANSS . 77 i BRS 56 A6 b v 58 2 A 4 Hh e N I SERD [ [ 5 ZE A,
e ARG R LS S RYE GIBS548B-2005, i EIAFIEZE R B %, B[RS T
TRAARE, tHnT DU & 7 RE R B R A

CMOS 3 }5 PIN £ 3K ) 2% PD2-SI, A FHEF L. BAHE, KEHARIEKS.
4% &

1. Zik: 2EREWETZE 2. Sns

T KSR E T X 20MHz
Bt A b & B ik 700mA, FT4& PIN ik F %

2. BHEREE: BEMELR
3. A HHEMAE ) FEHRMLAE SmV/ Bl (IMHz THRE ), TRREGT st
4. BN P Fuid Bl HCF RIS S EHE <07 =0~0.3Vdd, F4H “1” = 0.65Vdd ~Vdd
S #rbfed NRIAE, RAR. T NS EHrd A P AATIRRE.

6. ZAPHEHA: sop, ssop #3F, csop BFHMAEIE, LTREGH A FTMAE.

7. AE8 T BAeE FARB KR, ETARBE P AFRERIATA .

0~ +200mA

FEHA MR
A5 i@ | AR HAWD | BEHAN B d R |2 R | R|RHFTXM
el , | py B NP -l B 1 I o L R O
# (source) | (sink) 1, AL Ton Toff
$A5mA | B4 mA
PD2-ST |2 H =542 | 0~200 -200~0 800mA 2.5ns | 2.5ns | =20 MHz




1% R EEER

RN IREh 28 A BOR I i i ge /1, — B HILEASMENL: i
=, IER R ik SR BN A N B AR B RN AN /N oAl B R B
oy, BRI . AR I Z R LN =AM E I

1: BAZBAEANARZ T IARD, Re FRALFL (AN “HA &
A” B 1), BREFSEEXARGR, FEREIEHE, & Cdl f= Cd2 #)
B X TARIEIR ) 84 B o7 K ifeg8e . <TF PD2_SI &-# 4, Rd,
Re BRABEE 15~25Q, #A{ES 20Q. *FF PD4_SI Wk 24k, Rd, Re
BALELE 10~20Q, #AEH 15Q.,

Rd, Re ERIHRERXBELARKFEZRBHBALAZ A, BALR
WP HAETA LR R, THRIE QL E#)sh#=T'R, #&FRd, Re.

2: Cdl, Cd2 B4&% 0. luf ~ 1. Ouf,

3: M HIEAESH 2(gnd) #= 3 (Vee) Z 18], By 6 (gnd) F= 7 (Vee)
Z A &dE—A Vee R EK B A, Vid EARRELEREFESH
11,15 (Vdd ), $Aa#RE > 0. 1uf.

4: FIRMNEHELEET, SREAZHSEFRIKE P
AR Vee, Vdd RIFROF3EE, e LEMKP), NAoiEl Vee, H
3238 Vdd, FRARIE Vee BB RAFHBIKE.



A 3¢ 3R B A

Inl,In2

Yl

Y2

Inl,In2 4

Y1

Y2

—

—

2.5ns

\ /
,,,,,,,,,,, 30mA(VOH)
/_ -30mA(VOL)
\ N_
2.5ns 2.0ns
%

P G AN (NS 2="1") I JE L[] £ /)

\

3.8ns
—

%

3.8ns

%

/_ ,,,,,,,,,,, 30mA(VOH)
-30mA(VOL)

2.0ns

%
P % TR AF i L (NS 2="0") I} AR IR [A] K



& ﬁ‘ﬁ'%ﬂ‘ﬂ; R+
EFE

04+005 127+002

2.60

2.15

PD2-S1

6.0+-0.12

ilijili

6.0+-0.14

0.4+-0.05 1.27+-0.02

Taag,

—

2.5

AR R

- opp2-SI | I
il
| 62.0+‘-0.314 4

2.0

[ —
[ —

E
e
\I/e ":P ﬁ;
— - & = L 8] %
S i =
0.5 -
=l = = =
T A
Ts—‘z—l
<— | «
w <o
o




N 1 |
/// L“T

K
BASEMETAL ({72~

WITH PLATING
SECTION B-B

MILLIMETER
SYMBOL

MIN NOM MAX
A — — | 175
Al 010 [ _ | 0225
A2 130 | 140 | 1.50
A3 0.60 | 0.65 | 0.70
b 039 | _ | 047
bl 038 | 041 | 044

020 | __ | 024
cl 0.19 | 020 | 021
D 480 | 490 | 5.00
E 5.80 | 6.00 | 6.20
El 3.80 | 3.90 | 4.00
e 1.27BSC
h 0.25 | - J 0.50
L 0.50 ’ i | 0.80
Ll 1.0SREF
] 0 ‘ _ | g

Tianshui Huatian Technology Co., LTD|

SOPSL POD (12R)

RET
25B-12P ' JEDEC MS-012
o

T —o 7T
w [Ty [=-e]

S Date

HXBRBUEEW T
TEHJEHLE (o) wreeeeesneeeennes OV ~ 55V
YRR (Fop) eeeereeeeeeesenes 55V ~ 0V
BINFLTE () woeeeeeseesensonns 0.6V~5.5V

B TERN

G = RX

Vdd iE W, R 4 5.3
Vee 7wk -5.3 —4

VIH WMAZEFE  0.65Vdd  Vdd+0.5
VIL WAK®E-F -0.6 0. 35Vdd

v
V
v
v




W, P

A5 P X3 MR = A RK L ¥id
Idd | ERBEER BB (RENR 1.0 mA
Iee R R ) 1.0 mA

BMNAE 5 R A
100KHz
Zin | AL >100kQ kQ
VOH | #3&%e-f B = -30mA | Vdd-0. 4V v
VOL | & iKd-F B = 30mA Vee+0.4V | V
Icon | #F&#Hrd ik -200mA 200mA
Imax | BRASHEEBER + 700mA mA
ZAMEH (NS2=1) 2.5 3 ns
oy Bl 1500 & FLiE M
Tpd | SERHTT FiAedr & (NS2=0) 3.8 4.5 ns
B 150Q &, FREE M,
Ton, A, FEE | #d 1500 & FLi 2. Ons 2. 5ns
Toff
Fmax BT AR 20 MHz
3
o EET —-45 85 C
TA lﬁ’%‘ﬁ’“‘ £ B A 55 125 C
ZRBA (B3H) | -50 85 T
i AR
In* Y+ (A% & 5 X)) Y+ (RAR% i F X))
0 £ Vee =3 Vdd
1 33 Vdd 33 Vee




gz 2R

Y1 Vdd NS2 Y2
8 7 §) D
1 2 3 4
Inl end Vee In2
PD2-S T4 [HIHE S
& B LeA
I AL
1 Inl 1 FIRZ) N
2 Gnd Hh,
3 Vee MR, WETLE: —4~-53V
4 In2 2 F IR Zh BN
5 Y2 2 IR Bh S5k
6 NS2 2 TRz B b AL, “0” R4, “1” BAH
7 Vdd EWR, wETEE: 4~5.3V
8 Y1 1 FIRFh 544
YR EP A

&R 75 ik A BB AL A LA

EE. BR ﬁﬂb@l@ﬁ@ﬁ Vee #Hi%, 1A K3, 3%%%%&%&‘/&&%%}(‘%%’
VARG R R

SR RS 1329um (X)) x 1094um (Y &) )

Pin 2455 &




0664.5,
1006.1

0824.5,
1006.1

HEEEEERv

0088.1,
0762.8
00881,
03372
0000, 1
0000 03445, 05045,
0087.9 0087.9
Y1 Vvdd
8 7
N\
Ic4
1
(|
/fl
Inl gnd

PD2-SITFT £k K

el

0664.5,
0087.9

S12
6
/

3

O
O
O

E\i\g

Vee

Y2

1324,
1089

1241.0,
0752.8

1241.0,
0337.2



EE L IARANTHELEET, SHEAZTHGHLERIKE-F
AR Vee, Vdd BmIFE) R4, e R EMKD], N Vee, H
38 Vdd

EEL2 B 1Pvegu Bk e R Cdl. Cd2 SR E &L Vee, Vdd % By.

RN A
1. JFBk

=
J_i Rl L E)
In —1 B3 Out
Ny oKz} 28 = “ C UG )
2

| e E
- @S??.luf RF % TP]NDiode RF %
_;_ o

R (S )

K1

A& Bl L SR s mas C TR BIFIFIRT S, %2R
R1 + R (Faffisedqre) >2(@L/C) "
HRIRAIL %, L RIEAB R, C ZFH5H R,

B AR zh A AR E f w it e, —LHIABINFTIL: oy
NEE, )i kR SR 3) 25 W3R Vee B Vee 89 LA 4 g )
SEEF|H IS B A, AR ERIRS) . wE T Rd, Re #94E A 3R AR A
HRERER, FIER%IRFHE, @ Cdl f= Cd2 494 /£ L TIRIEIR 3h 5
#rh of IR AL ). R, Re BRIA A0 15~25Q, #EEH 20Q.
Cdl, Cd2 BRAE# 0. 1uf ~ 2. 2uf,

RO F= CO #93+ K-
B PIN M E FEMARESRAN 1, FEBEAHV, , BB ZHRIM B Z 8- 4 5.0V,
RO = (5.0V-V, )/ I, - RI
CO w3t HAME A8, F4 4% BALEFE. SRR LA LA,
Ak 2] 518 64 142



FKALSE PINEAEANRARA I, W I BeyaAr42s
dQ(t) /dt=1,Q(t)/ T 1.1
Xb: QA T EF t A anE, t HABATHS.
1% t=0 8F, Q(0)=0, EX&9mA
Q(t)=I,7 [1-exp(-t/ 1)] 1.2
It AR AFREMAE 1 BB FTHFEE . TIL Q) ADFE/E 90%Pr BT 2 2.3 1.
H TR T KA, AR A —ANERT [ e AL, 1 EiEA
AT AR B AR 1, . EMRPER R, 1 B RIATARS
dQ(t) /dt= 1,Q(t) /= 1.3
it A
Q(t)= I, 7 [1-exp(-t/ 1)] 1.4
=T, 0, 1 EAafriisfaeqa, Br:
Q=Q(T)=1I,t
m X 1.4 7T1F
Q(T)=I,t= 1,7 [1-exp(-T./ 1)] 1.5
fig
T=tln[l/(1-1,/I)] =t [(I,/1,) /(- 1,/1,)]
~ 1 (I,/1,) 1.6
b XGEMR MR T/, & F 1, X —fR ARG T,
FEO~T BB AARTEES.
0,=L;XT=LX tln[1/(1-1,/I)] =, X t [(I,/1)/ (1~ I,/1,)]
=I,t/0-1,/1,) =I,7 (1+1,/1,)= Q, (1+I,/1;) 1.7
F18 2| A b gy i AR
4o PIN % 1p B Edeig R ), PIN i [, R F @ty 1, [ Beyhitd
FQ=I, TR g, RS TE, [ BRATAES

—-dQ(t) /dt= I,+ Q(t)/ T 1.8
L AREE R, t=0 B Q0)=I,Tt, A
Q(t)= (I+I) texp(-t/1t)- I, 1 1.9

LR R R XA [0, t]mR.t 2] BAmesw 1, TRy 3 0P7Eeata,
¥t AKX 19,
Q(t)=0~+I) texp(-t,/ t)-I,T=0

10



TR

t=1ln (1+1,/1,) =~ t1,/1, (1-1,/21,) 1.10
EO~t /AN AELTE TS,
Q.= Xt,~I,X t1,/I, (1-1,/21,) = Q, (1-1,/21,) 1.11

PR KN 1.7 A2 111, 42 Q,> Q. PTVAR Zd% O, 3+ A ZAHBP T,
AR FiBegitAed, EE2GPINEEAQ,~Q, (1+1,/1,) #h0iF. &indd

B By e /R A OV, PIN S d /R4 1. OV, B85 /E A L /&4 5. 0-1. 0=4. OV
%n
C0,,=Q, (1+I,/1,) /4. 0=I,t (1+I,/1,) /4.0 1.12
#: 3% 1=25mA, t=0.1us, I,=500mA, *TR
C0,,=25% 107" x 0.1x10°x 1. 05/4. 0~0. 65nf

B4 t. PINE W F@RE, A —LHBREE, LR RALELRER
AR bk, E@eit R AL T CO 6 KA, FIFRFLLEZLRE A
f,

% FREBRAE F TS C0=100pf, MK PIN FRZERTHLEZR. Rk, 3
A C0, HB|%HRERAIE,

2. BIHBR

FEEILE 2, ROGFEFE. COMHFLTTKR, REMBEBLETRS O
T, BXF 8 Q=0,+Q,, I,=TI,+Iy,, EEZ Q4 Qu Iy, I, 441& PINdiodel #o
PIN diode2 I EAifA ik 5| a9i8 e (e Sl if 6948 5 A,

B PIN FiB /A A 1.0V, R BIREHEBREA 5.0V, wxX La9faSw
JEA 4.0V,

11



’_| R1 Ly )
m In E’,E(: ﬁjJ gﬁ Out —_— |

RO
PIN Diode C (EMBARE)

4 || 1 |

= I g | — L
Re Cdz RF in IN Diode RF out

) ] 0.1-1uf > !P % |£

R CHEARIERE)

|
[l

-

2 T
IR 3h BMIRE] & o4t A
PR I L b v Bk —4. OV, A UE WS B d RS 5. 0-1. 0=4. 0V, B
EHEEZT 4 0V- (=4.0V) =8. 0V, X 1.12 ZART
C0,:,= (Q+Qy,) [1+ (I, +1y) /1,]1/6. 6=(T,+1,) T [1+(I,+1,) /1,]1/8.0 113

%2R PIN diodel #= PIN diode2 #j-Fi i I, I, R—#, N4 R0,CO L
FFER—AN D2, R2 LA AG IR X 3%, WHE 3, X EMRE 1,> 1, K PINE FiBEES
Vo, D2 FB e EA 0.7V, BFH B ZBME HE-F A4 5.0V, R2 i TR

R2 = (5.0V-V, =0.7V- I,R1) / (I,-1,) 1. 14

choke coil

PIN Diodel C GERBARAE)

——

L
{PIN Diode2 RF out ; E

R (AR

-

12



	特点：
	主要技术性能：
	3：应直接在管脚2(gnd)和3(Vee)之间，管脚6(gnd)和7(Vee)之间各接一个Vee电源
	4：所有输入管脚严禁悬空，必须接确定的高电平或低电平
	加电顺序：Vee，Vdd最好同时接通。如无法做到，应先接通Vee，再接通Vdd，或保证Vee管脚不在
	典型延迟时间
	陶瓷封装外形尺寸
	正常管脚
	塑料封装外形尺寸：
	推荐工作条件
	符号
	参数
	最小
	最大
	单位
	Vdd
	正电源
	4
	5.3
	V
	Vee
	负电源
	-5.3
	-4
	V
	VIH
	输入高电平
	0.65Vdd
	Vdd+0.5
	V
	VIL
	输入低电平
	-0.6
	0.35Vdd
	V
	电特性：
	符号
	参数
	测试条件
	最小
	典型
	最大
	单位
	Idd
	正电源电流
	输出开路(不接负载)
	输入信号频率：100KHz
	1.0
	mA
	Iee
	负电源电流
	1.0
	mA
	VOH
	输出高电平
	输出电流 = -30mA
	Vdd-0.4V
	V
	VOL
	输出低电平
	输入 = 30mA
	Vee+0.4V
	V
	Icon
	持续输出电流
	-200mA
	200mA
	Imax
	瞬态输出电流
	±700mA
	mA
	Tpd
	延迟时间
	互补输出（NS2=1）
	输出150Ω电阻接地
	2.5
	3
	ns
	同相输出（NS2=0）
	输出150Ω电阻接地
	3.8
	4.5
	ns
	Ton，Toff
	上升，下降沿
	输出150Ω电阻接地
	2.0ns
	2.5ns
	Fmax
	最高开关频率
	20
	MHz
	TA
	工作温度范围
	工业级
	-45
	85
	℃
	军品B级
	-55
	125
	℃
	军品B级（塑封）
	-50
	85
	℃
	     输出真值表：
	In*
	Y*（同相输出方式）
	Y*（反相输出方式）
	0
	接近Vee
	接近Vdd
	1
	接近Vdd
	接近Vee
	管脚排列：
	管脚说明： 
	序号
	名称
	说明
	1
	In1
	1号驱动器输入
	2
	Gnd
	地
	3
	Vee
	负电源，电压范围：-4～-5.3V
	4
	In2
	2号驱动器输入
	5
	Y2
	2号驱动器输出
	6
	NS2
	2号驱动器输出相位选择，“0”同相，“1”反相
	7
	Vdd
	正电源，电压范围：4～5.3V
	8
	Y1
	1号驱动器输出
	注意1：所有输入管脚严禁悬空，必须接确定的高电平或低电平
	加电顺序：Vee，Vdd最好同时接通。如无法做到，应先接通Vee，再接通Vdd
	注意2：图1中的电源滤波电容Cd1、Cd2应尽量靠近Vee，Vdd管脚。
	典型应用
	注意：图中扼流圈L和等效分布电容C可形成串联谐振回路，故要求
	              R1 + R（等效损耗电阻）＞2(L/C）1/2
	以消除振铃现象，L是扼流圈电感，C是等效分布电容。
	R0和C0的计算:
	R0 =（5.0V- V0 ）/ I0 – R1
	C0 的计算稍微复杂些，需分别考虑截止到导通、导通到截止两个过程。

